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特性 
 ◼隔离耐压：≥���5KV 

◼ 数据传输速率：DC ～ 90Mbps 

◼ 电源电压：2.5V ～ 5.5V 

◼ 高共模瞬态抑制（CMTI）≥100kV/μs 

◼ 输出选择（型号）

RMS

： 

◼ 输出高电平 

◼ 输出低电平 

◼ 使能选择（型号）： 

◼ EN 型（电流上拉，默认使能） 

◼ DIS 型（电流下拉，默认使能） 

◼ 功耗：≤1.5mA/ch ( 1 Mbps) 

◼ 传播延迟：≤15ns 

◼ 抗干扰特性; 

◼ ESD 增强 

◼ 脉冲群增强 

◼ 浪涌增强 

◼ 工作温度：-40℃ ～ 125℃ 

◼ ESD 等级 

   

    

  

 

◼ HBM：≥ ±6KV

◼ CDM: ≥±2KV

◼宽体 16 引脚 SOP 封装

应用 
◼ BMS 系统 

◼ 隔离 SPI、RS485、RS232 

◼ 工业自动化设备 

◼ 多通道隔离系统 

概述 
OSI140X 是高可靠四通道隔离通讯芯片。在低功

耗工作时可实现高抗电磁干扰能力和低电磁辐射特性。

OSI140X 芯片的数据传输速率最高可达到 90M 波特率，

共模瞬态抑制能力最高可到 90KV/μs。OSI140X 可实现

使能和输出端口默认状态配置功能，使得芯片可应用于各

种场合，并可实现最小功耗。OSI140X 较宽的输入电压工

作范围使得芯片可应用于各种电源域系统，并可实现电平

转移功能。 

OSI140X 具有较高的 EMC 性能，增强了芯片的可

靠性和稳定性。OSI140X 芯片正在进行 UL1577、

GB4943.1-2011、IEC60950-1、VDE V 0844-10等安全

监管部门的批准。同时 OSI140X 芯片正在进行 AEC-

Q100（Grade1）认证。

功能电路 
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图 1. 功能电路 
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电特性参数 

表 1. 电特性  

℃ 除非另有说明

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

DC 规格 

电源电压  VDDL VDDR   2.5  5.5 V  

电源上电复位 VPOR  VDDL/VDDR 上电时 POR 阈值电压  -  2.0  -  V  

 VPOR_HYS POR 阈值迟滞  0.1  V 

输入端口高电平 VIH  2.0    V  

输入端口低电平 VIL    0.8 V 

输出端口高电平 VOH IOH=-4mA VDD-0.3   V 

输出端口低电平 VOL IOL=4mA   0.3 V 

输出端口阻抗 ROUT   50  Ω 

使能输入高电平 VENH   1.6  V 

使能输入低电平 VENL   1.2  V 

使能上拉电流 IEN VEN=0V  8  μA 

关断下拉电流 IDIS VDIS=5.0V  -8  μA 

芯片上电时间 tpor VDDR/L 达到 POR点后芯片可正常工作的最小时间  100  μs 

共模瞬态抑制 CMTI 图 5 50  100 kV/μs 

时序规格  

数据速率 DR  0  90 Mbps 

最小脉冲宽度 PW    5 ns 

传播延迟 tPLH CL=15pF,图 3   25 ns 

tPHL CL=15pF,图 3   22 ns 

脉冲宽度失真 PWD |tPHL-tPLH|，CL=15pF   6 ns 

上升时间 tr CL=15pF,图 3   6 ns 

下降时间 tf CL=15pF,图 3   6 ns 

眼图抖动峰值 Tjit_peak   400  ps 

通道间时间偏差 Tds_c2c    3 ns 

芯片间的时间偏差 Tds_p2p    6 ns 

关断到输出三态时间 tPLZ CL=15pF,RL=1KΩ,图 4  18  ns 

使能到数据有效时间 tPZH CL=15pF,RL=1KΩ,图 4  11  ns 

电流功耗 

OSI1400 

IDDL(DC0) OSI1400x0所有输入电压为 0V 

OSI1400x1所有输入电压为 VDDL 

  2.5 mA 

IDDR(DC0)   4.6 mA 

IDDL(DC1) OSI1400x0所有输入电压为 VDDL   9 mA 
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IDDR(DC1) OSI1400x1所有输入电压为 0V   4.8 mA 

IDDL(10M) 所有输入通道 5Mhz逻辑输入频率 

CL=15pF 

  6 mA 

IDDR(10M)   10 mA 

IDDL(90M) 所有输入通道 45Mhz逻辑输入频率 

CL=15pF 

  7 mA 

IDDR(90M)   57 mA 

OSI1401 

IDDL(DC0) OSI1400x0所有输入电压为 0V 

OSI1400x1所有输入电压为 VDDL 

  3 mA 

IDDR(DC0)   4.5 mA 

IDDL(DC1) OSI1400x0所有输入电压为 VDDL 

OSI1400x1所有输入电压为 0V 

  9 mA 

IDDR(DC1)   7 mA 

IDDL(10M) 所有输入通道 5Mhz逻辑输入频率 

CL=15pF 

  7 mA 

IDDR(10M)   9.5 mA 

IDDL(90M) 所有输入通道 45Mhz逻辑输入频率 

CL=15pF 

  17.5 mA 

IDDR(90M)   46 mA 

OSI1402 

IDDL(DC0) OSI1400x0所有输入电压为 0V 

OSI1400x1所有输入电压为 VDDL 

  3.8 mA 

IDDR(DC0)   3.8 mA 

IDDL(DC1) OSI1400x0所有输入电压为 VDDL 

OSI1400x1所有输入电压为 0V 

  7.2 mA 

IDDR(DC1)   7.2 mA 

IDDL(10M) 所有输入通道 5Mhz逻辑输入频率 

CL=15pF 

  8.5 mA 

IDDR(10M)   8.5 mA 

IDDL(90M) 所有输入通道 45Mhz逻辑输入频率 

CL=15pF 

  33 mA 

IDDR(90M)   33 mA 

 

注 1：  
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绝对最大额定值 

表 2.  

参数 额定值 

VDDL,VDDR -0.3V 至 6.5V  

VINA,VINB,VINC,VIND -0.3V 至 6.5V  

VOUTA,VOUTB,VOUTC,VOUTD -0.3V 至 6.5V  

CMTI ±90KV/μs 

IOUTA,IOUTB,IOUTC,IOUTD -15mA 至 15mA  

工作温度范围 -40℃至 125℃  

储存温度范围 -65℃至 90℃ 

注意, 超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。

这只是额定应力值，不涉及器件在这些或任何其他条件下

超出本技术规格指标的功能性操作。长期在绝对最大额定

值条件下工作会影响器件的可靠性。 

 

不能保证

绝对最大额定值仅适合单独应用，但不适合组合使用。结

温高于限制值时，会损坏器件。监控环境温度并

TJ 不会超出额定温度限值。在功耗高、热阻差的

应用中，可能必须降低最大环境温度。 

在功耗适中、PCB 热阻较低的应用中，只要结温处于额定

限值以内，最大环境温度可以超过最大限值。器件的结温

（TJ ）取决于环境温度（TA）、器件的功耗（PD）和封装

的结到环境热阻（θJA）。 

最高结温 (TJ) 由环境温度(TA) 和功耗 (PD) 通过下式计算：  

TJ = TA + ( PD × θJA ) 

封装的结到环境热阻 (θJA) 基于使用 4 层板的建模和计算

方法，主要取决于应用和板布局。在功耗较高的应用中，

需要特别注意热板设计。θJA 的值可能随 PCB 材料、布局

和环境条件不同而异。θJA 的额定值基于 4" × 3" 的 4 层

电路板。有关板结构的详细信息，请参考 JESD 51-7 和

JESD 51-9。  

ΨJB 是结到板热特性参数，单位为 oC/W.  封装的ΨJB基于

使用 4 层板的建模和计算方法。JESD51-12——“报告

和使用电子封装热信息指南”中声明，热特性参数和热阻

不是一回事。ΨJB 衡量沿多条热路径流动的器件功率，而

θJB 只涉及一条路径。因此， ΨJB 热路径包括来自封装顶

部的对流和封装的辐射，这些因素使得ΨJB 在现实应用中

更有用。最高结温 (TJ) 由板温度 (TB) 和功耗 (PD)通过下式

计算：  

TJ = TB + (PD × ΨJB) 

有关ΨJB 的详细信息，请参考 JESD51-8 和 JESD51-12。 

 

θJA 和ΨJB 针对最差条件，即器件焊接在电路板上以实现

表贴封装。  

表.3 热阻 
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引脚配置以及功能描述 
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图 2. 引脚配置  

 

表 4. 引脚功能描述 

OSI1400 OSI1401 OSI1402 符号 描述 

1 1 1 VDDL 隔离左侧电源电压 

2 2 2 GNDL 隔离左侧地电压 

3 3 3 INA 逻辑输入 A 

4 4 4 INB 逻辑输入 B 

5 5 12 INC 逻辑输入 C 

6 11 11 IND 逻辑输入 D 

7 7 7 

NC/ENL/DISL NC:无连接; 

ENL:高电平或悬空，左侧输出使能；低电平，左侧输出处于高阻状态 

DISL：低电平或悬空，左侧输出使能；高电平，左侧输出处于高阻状态 

8 8 8 GNDL 隔离左侧地电压 

9 9 9 GNDR 隔离右侧地电压 

10 10 10 
ENR/DISR ENR:高电平或悬空，右侧输出使能；低电平，右侧输出处于高阻状态 

DISR：低电平或悬空，右侧输出使能；高电平，右侧输出处于高阻状态 

11 6 6 OUTD 逻辑输出 D 

12 12 5 OUTC 逻辑输出 C 

13 13 13 OUTB 逻辑输出 B 

14 14 14 OUTA 逻辑输出 A 

15 15 15 GNDR 隔离右侧地电压 

16 16 16 VDDR 隔离右侧电源电压 
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功能描述 
OSI140X 芯片时一款 4通道的数字隔离通讯芯片，芯片

采用高压电容作为隔离介质。输入数字信号被 RF振荡器进行

调制，并经过高压电容耦合之后送入解调器，并解调出输入

信号。 

OSI140X 的最高数据传输速率可达到 90Mbps,共模电压抑

制能力可以达到 90kV/μs能力。】 

OSI140X 提供使能端默认模式，EN方式时端口默认 8μA

上拉电流，且处于使能模式，当要关断时，需要将 EN端口拉

低到 GND电压；DIS方式时端口默认 8μA下拉电流，且处于

使能模式，当要关断时，需要将 DIS端口拉高到 VDD 电压。 

OSI140X 还提供输出电压默认模式，可选择默认输出高电平

或者输出低电平。用于在原边电源电压丢失时副边的输出工

作在不会造成系统损坏的状态。 

OSI140X较宽的输入电压工作范围使得芯片可应用于各

种电源域系统，并可实现电平转移功能。 

表 5. 输出电压与电源状态表 

INX ENX VDDL VDDR OUTX 说明 

H H/NC Ready Ready H 正常 

L H/NC Ready Ready L 正常 

X L Ready Ready Z 输出高阻 

X H/NC No 

Ready 

Ready L/H VDDL在 POR的 100μ

s以内依据输出默认

输出，之后依据输入

状态 

X L No 

Ready 

Ready Z 输出高阻 

X X Ready No 

Ready 

X VDDR在 POR的 100μ

s以内输出状态不

定，之后与输入状态

一致 

 

时序参数测试 

 

输入时序特性测试： 
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图 4. 开关时序波形 

 

输出时序特性测试: 
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图 5. 使能与输出端口间延迟时序测试电路 
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图 6. 使能与输出端口间延迟波形  

 

共模电压抑制测试： 
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图 7. 共模瞬态抑制测试电路 
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封装描述 

 

图 8.封装图纸（WB SOP16） 

注: 

控制尺寸：毫米 
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订购信息 

表 6. 芯片订购表格 

Part.NO. 隔离耐 

压(kV) 

左侧输 

入个数 

右侧输 

入个数 

最大数据率 

(Mbps) 

默认 

使能状态 

默认 

输出状态 

工作温度 封装形式 

OSI1400WE0  3.75 4 0 90 EN Low -40℃～125℃ WB SOP16 

OSI1400WE1  3.75 4 0 90 EN High -40℃～125℃ WB SOP16 

OSI1400WD0  3.75 4 0 90 DIS Low -40℃～125℃ WB SOP16 

OSI1400WD1  3.75 4 0 90 DIS High -40℃～125℃ WB SOP16 

OSI1401WE0  3.75 3 1 90 EN Low -40℃～125℃ WB SOP16 

OSI1401WE1  3.75 3 1 90 EN High -40℃～125℃ WB SOP16 

OSI1401WD0  3.75 3 1 90 DIS Low -40℃～125℃ WB SOP16 

OSI1401WD1  3.75 3 1 90 DIS High -40℃～125℃ WB SOP16 

OSI1402WE0  3.75 2 2 90 EN Low -40℃～125℃ WB SOP16 

OSI1402WE1  3.75 2 2 90 EN High -40℃～125℃ WB SOP16 

OSI1402WD0  3.75 2 2 90 DIS Low -40℃～125℃ WB SOP16 

OSI1402WD1  3.75 2 2 90 DIS High -40℃～125℃ WB SOP16 

 


